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1. はじめに  

熱赤外イメージング技術は産業，医療，資源
探索などの分野に応用されており，更なる高感
度が要求されている．近年量子ドット赤外線検
出 器 (Quantum Dot Infrared Photodetector: 
QDIP)は高感度かつ低暗電流な赤外線検出器
として研究され，我々のグループは近接障壁層
構造を持つ単素子 QDIP の比検出能 D*の向上
を確認した[1]．本研究ではその構造を採用し
た波長 5.5 μm の赤外光に対して感度ピークを
持つ QDIP によりアレイセンサ（Focal Plane 

Array: FPA）を製作し、画像取得をするための
性能評価およびイメージングを行った． 

 

2. FPA の作製 

図 1 に実装した FPA の写真を示す． FLIR

社製読み出し回路（ROIC）ISC9705 の仕様に
合わせ，センサ素子の仕様をピッチ 30 μm，画
素サイズ 24 μm 角，素子数 256 x 320 と設定し
た．FPA と ROIC をフリップチップボンディン
グ手法で貼り合わせ，接続バンプ金属には In

を採用した．  

 

3. FPA の性能評価 

FPA で生成する赤外画像は Pulse Instrument

社製の画像取得システムによって取得され，標
準面光源黒体炉の赤外画像を用いて FPA の温
度 分 解 能 （ Noise-equivalent temperature 

difference: NETD）とオペラビリティ（素子正
常動作率）の評価を行った．F/#=2 のレンズを
用い，光学系の結像倍率は 0.6 倍である．評価
は FPA を液体窒素温度に冷却して行われた．
黒体放射面を撮像した際の出力ヒストグラム
から中心値 V0 および全素子出力の標準偏差 σ

を求め，V0-2σ 以下と V0+2σ 以上の素子をそれ
ぞれオープン素子とショート素子と定義した．
オープン素子とショート素子を除いたオペラ
ビリティはおよそ 94%である．図 2 に正常動
作素子の 300 K のターゲットに対する NETD

のヒストグラムを示す．これに基づいて計算し
た FPA の NETD は 682 mK であり，ピークの
半値幅は 190 mK である． 

 

4. FPA の画像評価 

画質を向上させるために FPA 素子特性の不
均一性補正を行った．黒体の高・低温画像と生
画像を利用し，前述したオペラビリティと
NETD デ ー タ に 基 づ い て 二 点 NUC 

(Non-uniformity Correction)と欠損素子補正を行
った．図 3 に補正前（左図）と補正後（右図）
の約 670 K の半田ごての画像を示す．我々が製
作した FPA を用いて赤外画像の取得が十分可
能であることがわかる． 

 
図 1 FPA の概要 
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図 2 NETD のヒストグラム 

  
図 3 補正前後の半田ごての熱画像 
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